
JP 2018-159952 A5 2019.4.11

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成31年4月11日(2019.4.11)

【公開番号】特開2018-159952(P2018-159952A)
【公開日】平成30年10月11日(2018.10.11)
【年通号数】公開・登録公報2018-039
【出願番号】特願2018-119039(P2018-119039)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｆ   1/1368   (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1345   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｆ    1/1368   　　　　
   Ｇ０２Ｆ    1/1345   　　　　
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６２３Ａ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１２Ｚ
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３３８　

【手続補正書】
【提出日】平成31年2月27日(2019.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】ＶＡ方式の液晶表示装置
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、走査線と、前記走査線上の第１の絶縁層と、前記第１の絶縁層上の半導体層
と、前記半導体層上のソース電極及びドレイン電極と、を有するトランジスタを有し、
　前記トランジスタ上に第２の絶縁層を介して位置する画素電極を有し、
　前記画素電極上に液晶層を介して位置する対向電極を有し、
　前記画素電極は、前記第２の絶縁層が有する開口部を介して、前記ソース電極又は前記
ドレイン電極の一方と接し、
　前記ソース電極又は前記ドレイン電極の一方は、前記基板と前記第１の絶縁層との間に
設けられた容量線と重なる領域を有し、
　前記容量線は、前記走査線と平行にのびる領域を有し、
　前記画素電極は、前記容量線と重なる領域を有し、
　前記ソース電極又は前記ドレイン電極の他方は、信号線として機能し、
　上面視において、前記トランジスタは前記信号線の一方の側に設けられ、
　上面視において、前記半導体層は、前記信号線の一方の側に位置する領域と、前記信号
線と重なる領域と、前記信号線の他方の側に位置する領域とを有するＶＡ方式の液晶表示
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装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記半導体層はシリコンを有するＶＡ方式の液晶表示装置。
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摘要(译)

要解决的问题：提供由具有小尺寸和耐压的薄膜晶体管构成的保护电路 提供。解决方案：在显示装置的保护电路中，非晶半导体
层，微晶半导体层， 一种薄膜晶体管，其中与晶体半导体层和栅电极层接触的栅极绝缘层彼此重叠 使用。由于微晶半导体层的电
流驱动能力高，所以减小了晶体管的尺寸 你可以。另外，通过非晶半导体层，可以提高耐压。此 这里，显示装置是液晶显示装置
或发光装置。
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